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OUTLINE DRAWING
Unit : millimeters
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DESCRIPTION
BA012L5C is GaAs RF amplifier designed for W-
CDMA UMTS (Band5) / cdma2000 (BC0) handset 
and wireless data communication transmitters.

FEATURES
Frequency

f=815 ~ 849MHz
Output power

Po=28.5dBm ( R99 )
Po=27.5dBm ( HSDPA / HSUPA )
Po=27.5dBm ( LTE )
Po=28.0dBm (cdma2000 1x RC1)

High efficiency
PAE=42% @Po=28.5dBm, Vcc=3.4V (R99)
PAE=19% @Po=13.5dBm, Vcc=1.2V (R99)
PAE=15% @Po=7.0dBm, Vcc=0.8V (R99)

2-mode gain operation
Internal voltage regulator
Internal input and output matching
Internal coupler
Small size 3.0 x3.0 x1.0mm3

MSL (moisture sensitivity level) 3
HSDPA / HSUPA / LTE / cdma2000 capable

APPLICATION
W-CDMA ( UTRA / FDD ) Band5 UMTS handset and wireless data communication transmitters. 
(UE Power class 3)

1. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Unless otherwise specified, Ta =+25C, Zs =Zl =50ohms

1-10:1Output load VSWR (Ruggedness)Ru

1C-30  +100Storage temperatureTstg

1dBm7Input powerPin

1V3.5Control voltageVenable / Vmode1

1V6.0Supply voltageVcc / Vbatt

NoteUnitRatingsParameterSymbol

2. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Unless otherwise specified, Ta =+25C, Zs =Zl =50ohms

-C+85--20Case temperatureTc

R99dBm7.0--Output power (low-mode)

R99dBm27.3--Output power (high-mode)
Pout

Low-modeV3.11.81.35

High-modeV0.5-0
DC control voltageVmode1

EnableV3.11.81.35

DisenableV0.5-0
DC control voltageVenable

-V4.23.43.2Supply voltageVbatt

1V4.23.40.7Supply voltageVcc

NoteUnitMaxTypMinParameterSymbol
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3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Electrical characteristics are specified under R99.
Unless otherwise specified, Ta =+25C, Zs =Zl =50ohms, Venable =High, Vmode1 =Low, Vcc =Vbatt =3.4V

-
dBc/30

kHz
TBD-50-

Po=28.0dBm (Pin: control)
cdma2000 1x RC1, ACPR+/-885kHzcdma2000 RC1 adjacent 

channel power ratio

ACPR1

-
dBc/30

kHz
TBD-60-

Po=28.0dBm (Pin: control)
cdma2000 1x RC1, ACPR+/-1.98MHz

ACPR2

5dBm--7R99 WCDMA, Vmode1=Low

-dBm--28.0cdma2000 1x RC1

-dBTBD13.0TBD
Po=7.0dBm (Pin: control)
Vmode1=High

Power gain (LPM)

-mATBD15-No RF inputQuiescent current (LPM)

5dB-0.2-f=824 ~ 1980MHzDaisy chain insertion loss-
5--1.15:1-f=824 ~ 1980MHzDaisy chain VSWR-
5dBTBD-20TBDCoupling from RF out to CPLoutCoupling factorCF

5-
Parasitic oscillation level

 -60dBc

In-band, Vcc=Vbatt=4.2V, Venable=High
Pin=const (fixed at Pout=28.5dBm, 
Zl=50ohms)
Load VSWR=5:1, All Phase

Stability at in-band -

2,5dBm/HzTBDTBD-

Rx: 869 – 894MHz, 
Po = 28.5dBm (Pin: control)
RES BW = 1MHz,Noise Marker
Averaging Mode

Rx Band noise power RxBN

3,5dBc-40--Po=28.5dBm (Pin: control)3rd Harmonics3fo
3,5dBc-35--Po=28.5dBm (Pin: control)2nd Harmonics2fo
3,5-32-Po=28.5dBm (Pin: control)Input VSWRin

-dBc-48-55-
Po=28.5dBm (Pin: control)
ACLR: offset 10MHz
Bandwidth=3.84MHz

Adjacent channel leakage
power ratio (10MHz)

ACLR-10

-dBc-38-41-
Po=28.5dBm (Pin: control)
ACLR: offset 5MHz
Bandwidth=3.84MHz

Adjacent channel leakage
power ratio (5MHz)

ACLR-5

-mATBD<0.1-Po=28.5dBm (Pin: control)Enable currentIenable
1,4%-[42][TBD]Po=28.5dBm (Pin: control)Power added efficiency PAE
-mATBD496-Po=28.5dBm (Pin: control) Supply currentIcc+Ibatt

-dBTBD26.5TBD
Po=28.5dBm (Pin: control)
Vmode1=Low

Power gain (HPM)
Gp

5dBm--6cdma2000 1x RC1, Vmode1=High
Maximum Output power
(LPM)

-dBm--28.5R99 WCDMAMaximum Output power
(HPM)

Pout_max

-uA10--Pin : OFF, Venable=0V, Vmode1=0VLeakage currentIleak

-mATBD60-No RF inputQuiescent current (HPM)
Iq

-MHz849-815-Frequency rangefreq
MaxTypMin

NoteUnit
Limits

ConditionsParameterSymbol

Note 1 : We calculate the Total Efficiency (PAE) from Input Power value, Output Power value and Total Current value.
PAE = (Pout – Pin) / (Icc x Vcc + Ienable x Venable + Ibatt x Vbatt) x100 [%]
The PAE is reference value.

Note 2 : Settings of the Spectrum Analyzer: RBW=VBW=1MHz, SWP=20ms, Detector Mode=Sample, Average, 
Sweep Times=20times.

Note 3 : No modulation.
Note 4 : In this table, we use the symbol [ ] as the reference value.
Note 5 : Design assurance. 
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4. OPERATING LOGIC TABLE

XLowStandby

LowLowShut down

HighHighLow Power Mode (LPM)

LowHighHigh Power Mode (HPM)

Vmode1VenablePower / Bias Mode
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专注于微波、射频、天线设计人才的培养 易迪拓培训 
网址：http://www.edatop.com  

 

射 频 和 天 线 设 计 培 训 课 程 推 荐 

 

易迪拓培训(www.edatop.com)由数名来自于研发第一线的资深工程师发起成立，致力并专注于微

波、射频、天线设计研发人才的培养；我们于 2006 年整合合并微波 EDA 网(www.mweda.com)，现

已发展成为国内最大的微波射频和天线设计人才培养基地，成功推出多套微波射频以及天线设计经典

培训课程和 ADS、HFSS 等专业软件使用培训课程，广受客户好评；并先后与人民邮电出版社、电子

工业出版社合作出版了多本专业图书，帮助数万名工程师提升了专业技术能力。客户遍布中兴通讯、

研通高频、埃威航电、国人通信等多家国内知名公司，以及台湾工业技术研究院、永业科技、全一电

子等多家台湾地区企业。 

易迪拓培训课程列表：http://www.edatop.com/peixun/rfe/129.html 

 

 

射频工程师养成培训课程套装 

该套装精选了射频专业基础培训课程、射频仿真设计培训课程和射频电

路测量培训课程三个类别共 30 门视频培训课程和 3 本图书教材；旨在

引领学员全面学习一个射频工程师需要熟悉、理解和掌握的专业知识和

研发设计能力。通过套装的学习，能够让学员完全达到和胜任一个合格

的射频工程师的要求… 

课程网址：http://www.edatop.com/peixun/rfe/110.html 

ADS 学习培训课程套装 

该套装是迄今国内最全面、最权威的 ADS 培训教程，共包含 10 门 ADS

学习培训课程。课程是由具有多年 ADS 使用经验的微波射频与通信系

统设计领域资深专家讲解，并多结合设计实例，由浅入深、详细而又

全面地讲解了 ADS 在微波射频电路设计、通信系统设计和电磁仿真设

计方面的内容。能让您在最短的时间内学会使用 ADS，迅速提升个人技

术能力，把 ADS 真正应用到实际研发工作中去，成为 ADS 设计专家...

课程网址： http://www.edatop.com/peixun/ads/13.html  

 

HFSS 学习培训课程套装 

该套课程套装包含了本站全部 HFSS 培训课程，是迄今国内最全面、最

专业的HFSS培训教程套装，可以帮助您从零开始，全面深入学习HFSS

的各项功能和在多个方面的工程应用。购买套装，更可超值赠送 3 个月

免费学习答疑，随时解答您学习过程中遇到的棘手问题，让您的 HFSS

学习更加轻松顺畅… 

课程网址：http://www.edatop.com/peixun/hfss/11.html 
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专注于微波、射频、天线设计人才的培养 易迪拓培训 
网址：http://www.edatop.com 

CST 学习培训课程套装 

该培训套装由易迪拓培训联合微波 EDA 网共同推出，是最全面、系统、

专业的 CST 微波工作室培训课程套装，所有课程都由经验丰富的专家授

课，视频教学，可以帮助您从零开始，全面系统地学习 CST 微波工作的

各项功能及其在微波射频、天线设计等领域的设计应用。且购买该套装，

还可超值赠送 3 个月免费学习答疑… 

课程网址：http://www.edatop.com/peixun/cst/24.html  

 

HFSS 天线设计培训课程套装 

套装包含 6 门视频课程和 1 本图书，课程从基础讲起，内容由浅入深，

理论介绍和实际操作讲解相结合，全面系统的讲解了 HFSS 天线设计的

全过程。是国内最全面、最专业的 HFSS 天线设计课程，可以帮助您快

速学习掌握如何使用 HFSS 设计天线，让天线设计不再难… 

课程网址：http://www.edatop.com/peixun/hfss/122.html 

13.56MHz NFC/RFID 线圈天线设计培训课程套装 

套装包含 4 门视频培训课程，培训将 13.56MHz 线圈天线设计原理和仿

真设计实践相结合，全面系统地讲解了 13.56MHz线圈天线的工作原理、

设计方法、设计考量以及使用 HFSS 和 CST 仿真分析线圈天线的具体

操作，同时还介绍了 13.56MHz 线圈天线匹配电路的设计和调试。通过

该套课程的学习，可以帮助您快速学习掌握 13.56MHz 线圈天线及其匹

配电路的原理、设计和调试… 

详情浏览：http://www.edatop.com/peixun/antenna/116.html 
 

我们的课程优势： 

※ 成立于 2004 年，10 多年丰富的行业经验， 

※ 一直致力并专注于微波射频和天线设计工程师的培养，更了解该行业对人才的要求 

※ 经验丰富的一线资深工程师讲授，结合实际工程案例，直观、实用、易学 

联系我们： 

※ 易迪拓培训官网：http://www.edatop.com 

※ 微波 EDA 网：http://www.mweda.com 

※ 官方淘宝店：http://shop36920890.taobao.com 
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